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Feldeffakt-)| 

“ Allgemeineg 

Die Transistoren KP 902 A, KP 902 B, KP 902 W sind planare Silizium-n-Kanal-Peldeffekttransistoren 

mit isoliertem Gate. 

Sie sind vorgesehen für die Atwendung in Empfangs- und Sendegeräten im FmWshuni@ bis 400 Miz 

und anderen Anlegen für allgemeinen Einsatz, 

Bauform: gemäß Gehäusezeichnung Bild 1 

(hermetisches Metall-Keramik-Gehäuse) 

Betriebatemperaturbereich: -45 °C vis +85 ° 

Hasse: max 6 g 

Gate Source, Substrat 
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A ‚2max 
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Bild 1: Bauform KP 902 A - KP 902 W



grenzwerte (tonna = —45 «40 +85 %) 

Drain-Source-Spannung "Danx 50r »” 

2) ” * Drain-Source-Spitzen- 70 V ODA UDsMmax 

Gate-Source-Spannmung Vosmax 30 V/-157 

Draig-Strom E 200 mi 3 „ 

Verlustleistung Ba 350 9 
(Toane = 45 ° ... 425 °%) 

V Upsmax = 60 V für Ugg = 0 
2) zur den Impulsbetrieb g1lt: t, & 1mm, Q ® 100 

3} m Temperaturbereich von toay, = +25 ... +85 °C redusiert sich 
Ipnax 1inear auf 130 m. 

4) Im Temperaturbereich von + = +25 ... +85 °0 reduziert aich 
Ppmax linear auf 2,5 W. 

Case 

Binsatz! e 

Der minimale Abstand zwischen den Lötstellen an den Anschlüssen und dem Gehäuse ist 1 mm, 

Die Löttemperatur soll nicht 260 % Uberschreiten, die Dauer der Lötung darf maximal 3 ® betragen. 

Während des Lötens ist die Wärmeableitung von"der Lötstelle zu sichern und das Transistorgehäuse 
8011 gegen das Auftreffen von Plußmaittel und Lot geschlützt werden. A 

Während des Lötens sind alle Trensistorenschlüsse zu verbinden (kurzzuschließen)., 

Bei der Anwendung des Transistors ist zu' beachten, daß eine hochfrequente Selbsterregung möglich 

isf; ea sind ggf. Messungen zu ihrer Beseitigung durchzuführen, 
Die Schaltungen, in denen die Transistoren verwendet werden, sollten einen Schutz gegen elektro- 

statische Ladungen und kurzzeitige Überlastungen haben. $ 

Die Anschlüsse dürfen nicht verbogen oder um ihre Achse verdreht werden. 

In den Schaltungen, in denen die Transistoren eingesetzt werden, sollten die Betriebsbedingungen 

durch einen themischen Schutz stabilisiert werden. 

Wenn die negative Spannung an den Drainanschluß lnc.h;t wird, darf der l)ru-1.nstm 1 mA nicht über-= 

steigen. 

Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 98 % und Temperaturen bis 40 °C, unter den Bedingungen von See- 
1uft und tropischem Xlima sollte der Transistor in einem hermetisch dichten Gerät eingesetzt wer- 

den oder so gegen die Einwirkungen der Umgebung geschützt werden, daß der Gaterestatrom einen Wert 

von 3 + 1079 A nicht Ubersteigt. 

* Elektrische Kennwerte (t,,n = 25 * 10 %) M 

min. . max, | Bine Meßbedingungen 
heit | Vog uD;B & 

Y W Hz 

Vormärtssteilheit | Ya 10 25 m/Y = 50 56 

Ausgangsleitwert Xag 12 190 ‚;us - 50 50 - 

Drain-Source- Ipss - 10 mA o 50 - - 
Kurzschlußstrom 

Gate-Restatrom 1988 - 3 a 30 o - - 
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P 
Fortsetzung 

che Kı rte 

Kurz- min L Ein- . Meßbedingungen 
zeichen heit: | Uog U 3 f 

Y m Hz 

Drain-Restatrom Zpar - 0,5 | m 10 6 - - 

Eingengskepazität” | C‚ - n pr o 25 - 14107 

c 0 25 - /4.007 
zität a 
KP 902 A, KF 902 B - 0,6 | m « 

KP 902 W 1 0,8 F 

Ausgangekepazität | Coog - 11 pr o 25 - 1+107 

” Rauschfaktor P F - 50 50 25 + 108 
KP 902 A s - 6 a } 

KP 902 W- - 8 B a f 
Leiatı ratir- | G 6,6 154 | @ - 50 50 25 ı 10® 
kungs: or P 

Ausgangsleistung Pout 0,8 1,8 W o 50 * 6 . 107 

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen rein informativen Charakter, 

Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der möglichen Streubreite ( —— typische 

“ Abhängigkeit; - ----— Grenzen der 95 %-Verteilung). 
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Bild 3: Typische Übertra- 

gungskennlinien 

* 

Bild 4: Steilheit in Ab- 
hängigkeit 
a) vom Drainstrom 
b) von der Um- 

gebungstemperatur 

6) von der Gate- 
Source-Spannung 

d) von der Drain- 
Source-Spannung
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] 
XKP 902 A - KP 902 W 

V| 

* 

Bild 5: Relative Änderung der Drain- 

z Source-Spennung in Abhängigkeit 
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Bild E: Hingangekapezität in Abhüngigkeit von der Drain-Source-Spannung 

@) für Ing = 50 m 
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Bild 7: Rückwirkungskapazität in Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung 

a) für Ips = 50 m 

b) für Ugg = 0 



Ips: 50mA 
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Bild B: lummu:._i.tlt in Abhängigkeit vön der Drain-Source-Spannung 

a) für Ipg = 50 m 
b) ür Ugg = 0 
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Bild 9: Reuschfektor in Abhängigkeit von der Drain-Source-Spanmung 

8) für Ipg = 25 m 
b) für Iyg = 50 m 
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Bild 10: Leistungsverstärkung in Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung 

a) für Ipg = 25 m 

b} für Ips * 50 mA 
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